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Descripcié de I’ assignatur a:

Les tecnologies i sistemes d'alta fregliencia (0 microones) participen activament en la
major part dels sistemes moderns de comunicacions, com ara els sistemes wireless,
comunicacions per satél -lit, radar o remote sensing.

Aquest curs profunditzara en € disseny teoric i practic de dispositius i sistemes de RF i
microones per la sevaincorporacié en sistemes reals de telecomunicacions.

El curs fara breu un repas al’andlis de xarxes de microones. Aprofundint en e disseny
de xarxes d’'adaptacio i dispositius de banda ampla. Es tractara el disseny practic de
dispositius passius i actius de microones.

També es presentaran les tecnologies convencionals i emergents per la implementacié
de dispositius i sistemes. El curs acabara amb exemples d’aplicacio en sistemes de
comunicacions: sistemes wireless, satél -lit, comunicacions de banda ampla.

Durant €l curs també s'incloura |’ Us d’ eines CAD pel disseny de dispositius i sistemes
de microones.

Coneixements previs:

Conceptes basics de transmissié per suport fisic i xarxes de microones. Radiacio i ones
guiades.

Objectius:

L’ estudiant adquirira coneixement essencials en e disseny i realitzacio practica de
dispositius i sistemes d’ alta freqtiencia:
- Disseny de dispositius actiusi passiusi la sevaintegracio en el sistema.
- Andisisi simulacié mitjancant eines CAD
- Modelatge mitjancant models circuitals (xarxes d' adaptacio, linealitzadors)
- Redlitzacio practica de components:. seleccio apropiada de latecnologiai dels
materials



Temari:

Capitol 1: Analis de xarxes de microones (6 h)

Parametres S. Parametres ABCD. Xarxes amb linies de transmissio. Connexio de
xarxes. Xarxes multi port. Tecniques de calibracié.

Capitol 2: Xarxes d’adaptacio (12 h)

Disseny de xarxes d adaptacio en banda ample. Xarxes modificades de Chevishev
(Levy). Multiseccions binomials. Multiseccions Chevishev. |dentitats de Kuroda
Disseny practic, modelatge e implementacio.

Capitol 3: Components passius (8 h)

Disseny d’ acobladors direccionals e hibrids de banda ample. Disseny practic, modelatge
e implementacio.

Capitol 4: Circuits actius(8 h)

Disseny de amplificadors de baix soroll en banda ample. Disseny practic, modelatge e
implementacio.

Capitol 5: Tecnologies (10 h)

Agquest capitol resumeix alguns dels materials i tecnologies mes importants en
I"aplicacio de dispositius planar de microones i les seves sinérgies amb € disseny de
circuits i sistemes. Superconductors d’ ata temperatura. Ferroeléctrics, MMIC, LTCC,
MEMSs.
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Practigues:

Practica 1. Xarxa de Levy
Practica2: Components passius
Practica 3: Components actius
Practica4: MEMS 1

Practica5: MEMS 2

M étode d’ Avaluacio:

Practiques laboratori (PL), examen fina (EF)
Notafinal =0.4*PL + 0.6*EF s PL, EF > 4.



